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Slovni vyjadreni, komentare a pripominky oponenta:

PredloZena bakalarska prace je vénovana bezkontaktni metod8 mapovani elektrického
odporu a fotovodivosti ve vysokoodporovych polovodidich, zde konkrétnd v semiizolaénim CdTe.
Tato technika predstavuje uZite€nou a velmi praktickou metodu umozfiujici charakterizovat
krystaly z hlediska u¢innosti sb&ru naboje a tim jejich vhodnost pro piipravu detektort fotond.
Préce vynika prehlednym a peclivym zpracovanim, rovnéz vyjadfovani je srozumitelné. PHi vlastni
experimentalni pract musel autor fesit celou fadu dil¢ich ukold. Doplnil komeréni aparaturu o
zdroje svétla a provedl jejich kalibraci. Dale vyvinul metodiku méfeni fotovodivosti, proved]
kontrolni méfeni na dvou vzorcich CdTe a porovnal vysledky s méFenim na obdobné aparatute na
Univerzité ve Freiburgu. Prokézal tim, Ze rychle pronikl do studované problematiky a velmi dobfe
se v ni orientuje. Dosahl pfitom fady poznatkd, které mohou byt s Gspéchem vyuZity pii dal§im
rozvoji bezkontaktni metody mapovani fotovodivosti.

K préci mém nékolik drobnych poznamek &i pripominek. Pro symbol nasobeni je v textu
vhodngjsi misto teSky uZit x (str. 85, 9). V teoretické &asti (kap.2) se prakticky nevyskytuji odkazy
na literaturu. Neni tak jasné, odkud pochézi vztah (13). Zde je pro Boltzmannovu konstantu pouZit
symbol , ale jiz dfive bylo zavedeno ks (str.6°). Nasel jsem rovn&Z nékolik nepfesnych formulaci:
napf. ,nemohl nedotknout” (str.14,), ,,co nejvice uzkého vzorku* (str.15') & , velikost
dopadajiciho zafeni“ (str.34+). Na str.16° se pise, %e k upevnéni diod byl vyroben | o-krouzek*

z hliniku, zfejmé& ma vSak autor na mysl prstenec V pojednani o kalibraci osvétleni by se hodilo
uvést rozméry mérky svételného vykonu (str. 19%). Pfi popisu os y v obrazcich 3.9 23.10 na str.21
je vhodnéjsi pro vétsi prehlednost pouzit pouze malé ¢islovky a dekadické exponenty vloZit do
rozméru. V naméfenych topogramech (obr. 4.1 a déle) je uzita obracena §kala mémého odporu &
fotovodivosti. Obvykle se zobrazuje skala tak, Ze ,,0“ resp. modra barva jsou dole.

Pripadné otazky pri obhajobé a naméty do diskuze:

1. Na str. 11 se pravi, ze vysokym elektrickym odporem materidlu se dosdhne vysokého poméru
signal/Sum v detektoru. Mozna by si toto tvrzeni zaslouZzilo bliz§iho vysvétlent.

2.V diskusi chybi porovnani zmérenych topogramu fotovodivosti s prostym mapovanim mémého
odporu. Mizete aspoil naznacit, s jakymi typy defektl mize byt spojena zvySena fotovodivost

v centralni ¢asti vzorku E29E?
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uznat jako bakalafskou.

Navrhuji hodnoceni stupném:
vyborné 1 velmi dobfe U dobfe U neprospél/a

Misto, datum a podpis oponenta: V Praze dne 14.6.2010




